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 近年、スピントロニクスでは有機分子材料が注目されている[1-4]。これまでにスピンポンピングのよう
な動力学的手法を用いたペンタセンなどの有機半導体でのスピン輸送が達成されている[1,2]。本研究で
は 6,13bis-TriIsoPropylSilylethynyl-ペ
ンタセン（C44H54Si2、Fig.1）（以下 

TIPS ペンタセンとする。）を扱う。
TIPS ペンタセンはペンタセンより
も安定度と易動度が高いとされる
有機半導体で、より高い結晶性を有
する[4]。この様々な性質から、効率
的なスピンの輸送の材料として期
待ができる。これまでに TIPS ペン
タセン薄膜に対し、スピン偏極電流 を用いたスピン輸送の研究はある
が[4]、コンダクタンスミスマッチの問題[5]を排除できていない。よって、本研究ではコンダクタンスミ
スマッチ問題を無視できるスピンポンピングを用いてTIPSペンタセン薄膜のスピン輸送の実証と特性評
価を目的とした。 

  

 Pd (膜厚 10 nm) / C44H54Si2 (d nm) / Ni80Fe20 (25 nm) の三層構造を真 

空蒸着装置により作製した。Pd, Ni80Fe20は電子ビーム蒸着法、TIPS 

ペンタセンは抵抗加熱法を用いた。基板は表面に酸化被膜の付いた 

Si 基板を使用した。強磁性体である Ni80Fe20層で強磁性共鳴 

（FMR）を起こし、TIPS ペンタセン層でスピンを輸送し、Pd 層にお 

ける逆スピンホール効果（ISHE）[6]により起電力を検出することで 

スピン輸送特性を評価した。FMRを励起させる方法としては電子 

スピン共鳴（ESR）装置を使用し、ナノボルトメーターで起電力を検 

出した。印加するマイクロ波のパワーは 0~200mW で測定した。今回 

の測定は全て室温条件下で行った。 

 Fig.3 に印加するマイクロ波パワーを 200mW にした TIPS ペンタ
センの膜厚 d = 100 nmの試料の FMRスペクトル(a)と Pdで検出され
た起電力を示す(b)。強磁性共鳴が励起される磁場付近で起電力が検
出された。印加する静磁場の方向を反転させると検出される起電力
も反転し、対称性が見られた。また、起電力はマイクロ波パワーの
大きさを変化させると、それに比例し起電力の大きさも変化した。
これは ISHE により発生する起電力の特性と一致している[1,2,6]。以
上のことから、Pd で検出された起電力は ISHE によるものであると
推測する。dを変えて測定を行ったところ、d = 50 nm と 100 nm の時
の起電力の大きさにあまり変化は見られていない。TIPS ペンタセン
は結晶性の有機半導体であるため結晶の構造によりスピンの輸送の
特性が変化したと考える。 

 以上をふまえて、学会時には実験方法・結果の詳細について、TIPS

ペンタセンの結晶性と起電力の関係性とともに議論する。 
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Fig.1 Structure of TIPS-pentacene.  Fig.2 Structure of sample. 

 Fig.3 (a)FMR spectrum. 

 
 (b)Detected voltage properties. 
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